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        磁区制御を施した磁性薄膜を利用した高感度かつ小型の磁界センサを 

開発しています。素子構造が単純、かつ、薄膜で構成できるため小型化 

に適しており、室温で動作可能な高感度磁界センサを目指しています。 

磁性体素子に高周波を通電し外部磁界を印加した場合、磁性材の透磁率が変化し、それに伴い素

子のインピーダンスが大きく変化することを利用した GMI（巨大磁気インピーダンス）素子を用いた

高感度磁界センサの開発を行います。このセンサは、携帯電話の電子コンパス等で実用化されてい

ますが、理論的には 10-13T/Hz1/2 程度の微弱磁界の検出が可能とされており、この素子のポテンシャ

ルを最大限に引き出せていないのが現状です。より高感度を実現できれば、心磁計や局所的な微小

磁場変化を利用した非破壊評価などへの応用が期待されます。 

素子構造は図１に示すように非常に単純で、この素子に高周波（MHzから GHz）のキャリア電流を

通電し駆動します。外部より素子の長手方向に磁界が印加されると磁性体の透磁率が変化し、その

ことにより素子のインピーダンスが図 2 のように変化します。図２において外部磁界に対するイン

ピーダンス変化が急峻なところを動作点として、高感度磁界センサを実現します。磁性体の種類や

磁区構造、素子構造の最適化を図りながら超高感度・小型磁界センサの実現に向けた取り組みをし

ています。 
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図 1 GMI素子の構造                 図 2 外部磁界に対するインピーダンス変化 

            

            携帯用電子コンパス、食品異物検査、医療応用、非破壊評価応用 
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